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[57]申請專利範圍
1.　一種磁電異質結構，包含：一基體；以及一磁電複合薄膜，係疊置於該基體上且由至少
一鐵電層與至少一超巨磁阻鐵磁層直接交互疊合而成。

2.　依據申請專利範圍第 1項所述之磁電異質結構，其中，每一鐵電層的厚度是介於
50~100nm之間。

3.　依據申請專利範圍第 1項所述之磁電異質結構，其中，每一超巨磁阻鐵磁層的厚度是介
於 50~100nm之間。

4.　依據申請專利範圍第 1項所述之磁電異質結構，其中，該基體具有一基底層以及一疊置
於該基底層上之擴散阻絕層。

5.　依據申請專利範圍第 4項所述之磁電異質結構，其中，該基體還具有一疊置於該擴散阻
絕層上之附著層以及一疊置於該附著層上之電極層。

圖式簡單說明

圖 1是一示意圖，說明習知異質結構薄膜之組成結構；及圖 2是一示意圖，說明本新型
磁電異質結構之一較佳實施例。
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